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化学気相成長（CVD）法は，遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDC）原子層の大面積成

膜やそのヘテロ構造の作製が可能な有力な手法である。一般的には，室温での蒸気圧が低

い金属酸化物が原料であり，原料の供給レートの制御や連続的な多種原料の供給が困難で

あった。一方，近年では，蒸気圧の高い有機金属原料を用いた有機金属 CVD（MOCVD）

により，大面積かつ均一な TMDC成膜が報告されている[1]。有機金属は，異なる原料の連

続的な供給が容易であり，TMDCヘテロ構造の作製にも非常に有用と期待される。一方で，

MOCVDによる TMDC成長についての報告例は未だ少なく，その成長メカニズムの理解と

制御は重要な課題となっている。本研究では，酸化物原料で報告のあるハライドアシスト

法[2]を利用し，MOCVDにおける TMDC成長の制御と試料の結晶性について検討してきた。 

実験では，有機モリブンデン化合物および有機硫黄化合物を用い，アルカリハライドを

利用したハライドアシスト MOCVD により単層 MoS2を成長させた。試料の原子間力顕微

鏡（AFM）像と走査トンネル顕微鏡（STM）像を Fig.1a,b に示す。ハライドを導入した場

合は，他の条件が同じ場合でも，結晶の核密度の低下，約 10 倍のグレインサイズの向上，

単層率の向上，および欠陥濃度の大幅な低下などが確認された。本研究で使用した原料は

酸素原子を含まないため，以前に報告された合成中に生成する水分濃度の影響[1]は無視で

きる。これらの結果は，ハライドと有機金属が中間生成物を形成し，結晶成長時の原料の

拡散長や不純物の取り込み確率などに影響したと解釈できる。本手法は簡便かつ短時間で

成膜が可能であり，高品質 TMDCの成長やヘテロ構造作製への展開が期待される。 

Fig.1 (a) AFM and (b) STM images of MoS2 grown by MOCVD with and without alkali halide (AH). 
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